90nmArF光刻胶和10~5nm分辨率
DSA光刻图形化材料的研发
报告摘要：
跟随摩尔定律发展，半导体光刻分辨率不断提高，已达到了7nm节点，台积电明年进入5nm节点的芯片量产。90nm-38nm分辨率的ArF光刻胶是核心关键材料、也是卡脖子材料、完全依赖于进口。邓海教授产业化团队致力于国产ArF光刻胶的自主研发，成功开发出ArF光刻胶，产品性能已经与商用光刻胶相当。相关成果申请了中国发明专利。同时，邓教授课题组研发10-5nmLS的DSA图形化材料。合成了一系列具有5nm分辨率的DSA材料。该材料可以在80℃ 1 min热退火后形成5nm线条图形、为世界上图形化速度最快的DSA材料、有望在3nm节点（10nm以下分辨率）及以下的半导体工艺中得到应用。
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